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窒化物半導体は，AlN，GaN および InN からなる半導体であり，（Al,Ga,In）N と表記される材料

群である．このうち，InN と GaN の三元混晶である InGaN は可視全域を，AlN と GaN の三元混晶で

ある AlGaN は，紫外から深紫外までをカバーするンドギャップエンジニアリング可能な半導体と

して，極めて有用であるが，In リッチの InGaN および Al リッチの AlGaN の物性制御は未だ困難

な状況にある．最近数回のシンポジウムでは[1-3]，In リッチ InGaN について発表してきたが，

本シンポジウムでは，AlリッチAlGaNの発光機構解明と制御に向けた取り組みについて報告する． 

AlN では，結晶場分裂エネルギーが負であり(約-220meV)，価電子帯トップのバンドが CH バン

ドとなることが知られている．その結果として，発光は[0001]方向に沿って偏光するため，[0001]

方向に光を取り出すことが困難となる．一方，GaN の価電子帯トップは HHバンドであるから，発

光は[0001]垂直に偏光し，[0001]方向へと光は伝播する．AlGaN 混晶では，ある Al 組成において

偏光方向が[0001]垂直から平行にスイッチする[4,5]．さらに，(0001)面上 AlGaN/AlN には，[0001]

垂直方向に自発分極およびピエゾ分極が発生するため，AlGaN 中の電子と正孔が空間的に分離さ

れ発光遷移確率が低下してしまう．これらのことは，高 Al 組成の発光素子を従来の(0001)面上に

作製しても，発光が得られにくいことを示唆している．最近，非極性面が注目されている[6-8]

一因は上記を解決できる可能性からであるが，非極生面では，有効質量や光学選択側の面内異方

性によって，レーザ発振の低閾キャリア密度化が期待できることも理論予測[8]されている． 

そこで，本シンポジウムでは，有機金属気相成長法による極性および非極性 AlGaN 量子井戸構

造の高品質化について述べたのちに，発光ダイナミクスや偏光スイッティングの実験結果を示し，

独自にバルク GaN およびバルク AlN の歪印加光学測定の実験解析[9,10]から導出した変形ポテン

シャルを用いた物性予測がどこまで妥当性を示しているかについて議論する予定である． 
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